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	所属产业领域或
产业链
	工业领域
	细分
方向
	新材料产业

	项目名称
	先进制程芯片及信息存储用高纯钌材料的可控制备关键技术

	发榜单位名称
	云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

	发榜单位联系人
	姓名
	闻明
	职务
	全国重点实验室主任

	
	手机
	15087155087
	邮箱
	sy@ipm.com.cn

	[bookmark: _Hlk224037579]项目需求的
背景与意义
	集成电路是实现中国制造的重要技术和产业支撑。超大规模集成电路主要是由金属氧化物半导体晶体和金属内互连结构构成。随着半导体芯片集成度的不断提高，互连线设计的尺度不断减小，金属互连线引起的阻容延迟已成为影响芯片运行速度的主要原因之一。Cu由于其低电阻率成为芯片内互连技术的优选材料。但随着集成电路工艺进入先进制程技术节点，芯片用Cu互连方案面临重大技术挑战。钌（Ru）比Cu具有更好的品质因数，在2020年的国际互连技术大会上Ru被推荐为下一代芯片内互连的明星候选材料。同时，在机械硬盘（HDD）的精密结构中，钌（Ru）凭借其独特的物理化学特性，成为磁存储领域不可或缺的关键功能材料，其应用深度绑定硬盘的存储密度、读写性能与使用寿命，是支撑海量数据存储的核心材料之一。   
然而，目前亟待解决的关键问题是如何突破“大规格、高纯化、细晶化、均质化”Ru靶材制备关键技术以及实现高质量Ru薄膜的可控制备。本项目的研究结果不仅具有极其重要的科学研究价值，且对于具有高附加值的稀贵金属新材料的推广应用亦具有广泛前景。特别是，项目的实施对云南省有色金属资源的深加工具有示范作用和推动作用，有效提升我国有色金属产品的深加工理论和技术水平，突破卡脖子技术，促进我省稀贵金属材料产业发展。

	技术难题
	近年来，随着物联网、大数据、人工智能、机器人等的飞速发展，对微电子器件和材料的需求越来越大，对靶材的品质要求也达到了全新的高度。虽然中国是世界上溅射靶材的最大需求地区之一，但在新一代信息技术领域的高性能高纯钌靶研发方面滞后于下游产业的发展需求，有3个技术问题亟待突破。
1.钌原料的高纯化制备难题：钌粉纯化湿化学法制备过程中纯度控制困难，粉末微结构演化机理尚不清楚。
2.缺乏钌靶材的“致密烧结行为-微结构-性能”之间的系统研究，尤其在保证高致密性、微观结构均匀条件下，大规格尺寸的钌靶材制备技术尚需探索。
3.钌靶材微结构与钌薄膜性能的关联机制整体认知不足。

	研究内容
	面向新一代信息技术产业用高性能高纯钌靶，立足靶材制备关键技术与工艺的自主集成创新，开展高品质钌靶制备关键技术与金属薄膜结构性能关联性研究，探索钌靶的制备创新方法，实现钌靶的研发水平进一步提升。具体包括：
1.超高纯Ru粉的绿色制备技术及颗粒尺寸调控。
2.钌靶先进制备技术及烧结过程中界面传质、微结构演变规律及材料的致密化
机制。
3.Ru靶材微结构对溅射薄膜的形成、微观组织演变及性能的影响规律。


	预期技术
目标
	1.开发出高纯钌粉的绿色制备技术：钌粉纯度大于等于5N,颗粒尺寸小于20微米。
2.研制出高纯、高密度、细晶钌靶制品：靶材致密度大于等于99.5%，氧含量小于100ppm；纯度99.995%；晶粒尺寸小于等于20微米。
3.基于高品质钌靶微结构及性能协同调控技术，突破高品质钌溅射薄膜的技术瓶颈：靶材电阻率小于等于7.1cm；薄膜厚度非均匀性小于3%。


	预期经济
社会生态
效益
	1.解决我国高端钌靶材的卡脖子难题，打破国外的技术封锁。
2.为先进制程芯片用高导电率钌内互连材料/信息存储用高品质钌薄膜的制备提供关键解决方法。
3.申请发明专利8-10项，发表高水平学术论文10-15篇。
4.培养省部级人才1-2人，职称晋升3人次，培养硕士、博士5~6人。

	时限要求
	3年。

	产权归属
	云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司。



